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摘要(译)

本发明提供新型咔唑化合物，其具有优异的载流子传输性，可用于传输
层或作为发光元件中的主体材料。此外，使用咔唑化合物提供有机半导
体材料和用于发光元件的材料。可以合成其中二苯并噻吩骨架或二苯并
呋喃骨架的4-位直接或通过亚芳基取代咔唑骨架的2-或3-位的咔唑化合
物。发现咔唑化合物具有合适的载流子传输性能，良好的膜质量，并且
适合用作发光元件和有机半导体材料的材料。注意，咔唑骨架的氮被苯
基，联苯基和萘基中的任何一个取代。
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